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Zusammenf assung 

Vorrichtung mit mindestens einem Halbleiterbauteil und einer 
Leiterplatte und Verfahren zur Herstellung einer elektrome- 
5 chanischen Verbindung zwischen beiden. 

Die Erfindung betrifft Vorrichtung mit einem Halbleiterbau- 
teil (1) und einer Leiterplatte (2). Das Halbleiterbauteil 
* (1) weist AuBenkontakte (3) und die Leiterplatte (2) weist 
10 Kontaktanschltisse (4) auf. Die Kontaktanschltisse (4). zeigen 
eine zentrale Blindoffnung (5) , in welche die. AuBenkontakte 
(3) des Halbleiterbauteil© (1) hlneinragen und kraf tschlUssig 
mit den Kontaktanschlussfiachen (4) in Eingriff stehen. Bei 
dem verfahren zum elektromechanischen Verbinden der beiden 
15 Teile zu einer Vorrichtung warden lediglich nach dem Ausrich- 
ten die beiden Kompbnenten auf einander gepresst . 

[Figur 3] 

20 
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Beschreibung 

Vorrichtung mit mindestens einem Halbleiterbauteil und einer 
Leiterplatte und Verfahren zur Herstellung einer elektrome- 
. 5 chanischen Verbindung zwischen beiden ♦ 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit mindestens einem 
Halbleiterbauteil und mindestens einer Leiterplatte und ein 
Verfahren zur Herstellung einer elektromechanischen Verbin- 
10 dung zwischen beiden, entsprechend der Gattung der unabhangi- 
gen Ansprtlche . 

Zum Verbinden eines Halbleiterbauteils, insbesondere eines 
Halbleiterbauteils in Flip-Chip-Technologie, mit einer Lei- 

15 terplatte aus Keramik oder Kunststoff muss der Halbleiterchip 
unter Erwarmung und unter Druck so lange mit seinen lotbaren 
Aufienkontakten auf Kontaktanschlusse der Leiterplatte ge- 
.. druckt werden, bis eine Lotverbindung vollstandig hergestellt 
ist und das Lot erstarrt ist. Danach kann der Zwischenraum 

20 zwischen Halbleiterbauteil und Leiterplatte, falls erf order- 
lich, mit einem FUllmaterial auf gef ttllt werden. Solange das 
Lot nicht erstarrt ist, ist es erf orderlich, das Halbleiter- 
bauteil in Position zu halten, wobei das Ausrichten und das 
Halten in Position zu FehlbestUckungen fuhren kann, zumal, 

25 wenn Erschtltterungen und andere Storungen die aufeinander 
ausgerichteten Komponenten gegeneinander verschieben. i 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung mit mindestens 
einem Halbleiterbauteil und mindestens einer Leiterplatte und 
30 ein Verfahren zur Herstellung einer elektromechanischen Ver- 
bindung zwischen beiden zu schaf fen, mit denen die oben 'er- 
wahnten Nachteile uberwunden werden und die Gefahr einer De- 
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just age der beiden miteinander zu verbindenden Komponenten 
vermindert wird. 

Diese Aufgabe wird mit den unabhangigen Anspruchen gelttst. 
5 Merkmale vorteilhaf ter Ausfiihrungsformen ergeben sich aus den 
abhangigen Ansprtlchen. 

Erf indungsgemaB weist die Vorrichtung mindestens ein Halblei- 
terbauteil und mindestens eine Leiterplatte auf . Das Halblei- 
10 terbauteil besitzt Au&enkontakte, die mit Kontaktanschlussen 
auf der Leiterplatte zu verbinden sind, wobei die Kontaktan- 
schltisse auf der Leiterplatte zentrale Blindof fnungen aufwei- 
sen, in welche die AuBenkontakte des Halbleiterbauteils hin- 
einragen und mindestens kraf tschltlssig mit den Kontaktan- 
15 schltissen in Eingriff stehen. Durch das Vorsehen von zentra- 
len Blindof fnungen in den Kontaktanschltissen der Leiterplatte 
wird eine Dejustage nach dem Aufsetzen des Halbleiterbauteils 
auf die Leiterplatte unterbunden, da die AuBenkontakte. des 
Halbleiterbauteils in diese Blindof fnungen kraf tschltlssig 
20. hineinragen, Damit ertlbrigt .es sich auch, eine klammernde 
Vorrichtung vbrzusehen, die wahrend eines L6tvorgangs das 
Halbleiterbauteil auf der Leiterplatte fixiert. Ferner kann 
aufgrund des Kraf tschlusses, der gleichzeitig auch einen 
elektrischen Kontakt verwirklicht, eine lotfreie elektrische 
25 Verbindung zwischen AuBenkontakten des Halbleiterbauteils und 
. Kontaktanschlussen der Leiterplatte erreicht werden, so dass 
das Aufsetzen und elektrische Verbinden des Halbleiterbau- 
teils mit einer Leiterplatte aufgrund der erf indungsgemaBen 
Kontaktanschlusse keine thermische Behandlung erfordert. 


Die Position des Halbleiterbauteils auf der Leiterplatte kann 
neben dem reinen Kraftschluss durch einen klebenden Fttller, 
der zwischen Halbleiterbauteil und Leiterplatte angeordnet 
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ist, langzeitig untersttltzt und gesichert werden. In einer 
weiteren Ausf Uhrungsf orm der Erfindung weisen die Kontaktan- 
schltisse auf der Leiterplatte Blinds f fnungen auf, der en Ba- 
sisbereich eine g-ro&ere Abmessung aufweist als deren Kopfbe- 
5 reich. Die Au&enkontakte des Halbleiterbauteils ragen durch 
den Kopfbereich der Blindoffnung in den Kontaktanschlussen 
hindurch und sind durch den Andruck auf das Halbleiterbauteil 
in den Blindof fnungen derart verformt, dass sie formschltlssig 
mit den Kontaktanschlussen der Leiterplatte in Eingriff ste- 

10 hen, Dieser Foraischluss wird durch die grOfiere Abmessung des 
Basisbereichs der Blindoffnung gewahrleistet. Ein Halbleiter- 
bauteil, das auf diese Weise mit derart vorgeformten Kontak- 
tanschlussen der Leiterplatte in Eingriff steht, ist auf der 
Leiterplatte derart verankert, dass ein Auffullen mit Hilfe 

15 eines dazwischen angeordneten Ftillers Oder Klebstoffs nicht 

unbedingt erforderlich ist, urn eine langzeitige elektromecha- 
nische Ve.rbihdung zu gewahrleisten* 

In einer weiteren Ausftihrungsf orm der Erfindung ist die zen- 
20 trale Blindoffnung in den Kontaktanschltlssen als Schlitz aus- 
gebildet. Eine derartige schlitzformige Blindoffnung hat dan 
Vorteil, dass bei Aufsetzen des Halbleiterchips auf die Kon- 
. taktanschltisse der Leiterplatten eine groBefe Toleranz beim 
Ausrichten zugelassen werden kann und dennoch eine sichere 
25 langzeitige elektromechanische Verbindung zwischen Halblei- 
terbauteil und Leiterplatte gewahrleistet werden kann* 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist die zen- 
trale Blindoffnung in den Kontaktanschlttssen eine Saule. Die- 
30 se saule kann einen polygonalen Querschnitt oder einen kreis- 
fOrmigen Querschnitt auf weisen und mit ihrem Kopfbereich; der 
die AuBenkontakte des Halbleiterbauteils aufnimmt, eine pla- 
stische Verformung der Auftenkontakte beim Aufsetzen bewirken, 
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so dass eine kraf tschlUssige elektromechanische Verbindung 
auftritt. 

. Bei einer weiteren Aus fuhrungs form der Erfindung ist es. vor- 
5 gesehen, die zentrale Blindoffnung in den Kontaktanschltissen 
als Kegels tumpf auszubilden, dessen Grundflache auf der . 
Grundflache der KontaktanschlUsse angeordnet ist und dessen 
Spitze auf der Oberflache der KontaktanschlUsse positioniert 
ist. Eia derartiger Kegelstumpf bewirkt beim Zusammenfugen 

10 von Halbleiterbauteil und Leiterplatten, dass sich die AuBen- 
kontakte des Halbleiterbauteils innerhalb der BlindSf fnung in 
Form eines Kegelstumpf es verformen und zur Grundflache des 
Kegelstumpf es hin verbreitern, so dass eine f ormschltissige 
elektromechanische Verbindung z wis ch en AuBenkontakten des 

15 Halbleiterbauteils ' und Kontaktanschltissen der Leiterplatte 
entstehen. 

Die AuBenkontakte des Halbleiterbauteils k6nnen im Quer- 
schnitt eine Nietform aufweisen, wobei der Nietkopf mit einer 

20 Kontaktf lache des Halbleiterbauteils verbunden ist und die 
Nietspitze aus dem Halbleiterbauteil herausragt. Diese Kon- 
. taktflachen des Halbleiterbauteils konnen entweder unmittel- 
bar auf einem Halbleiterchip angeordnet sein oder auf einer 
Umverdrahtuhgsfolie, die auf der aktiven Oberseite des Halb- 

25 leiterchips angeordnet ist. v Die Nietspitze ragt aus dem Halb- 
leiterbauteil heraus, so dass das Halbleiterbauteil in Flip- 
Chip-Technik auf einer Leiterplatte angebracht warden kann 
und mit den Kontaktanschltissen der Leiterplatte elektromecha- 
nisch verbunden werden kann. Die Nietspitzen der Nietform er- 
• 30 leichtern das Einftihren der AuBenkontakte in die Blind6ff nun- 
gen der KontaktanschlUsse der Leiterplatte beim Zusammenbau 
von Halbleiterbauteil und Leiterplatte zu einer erf indungsge- 
mSfien Vorrichtung. Je nach Ausbildung der Blind6.f fnung in dem 
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Material- der KontaktanschlUsse der Leiterplatte kann ein 
kraf tschlussiger Eingriff, beispielsweise bei einer Saulen- 
form der BlindGf fnung oder ein f ormschlUssiger Eingriff, bei- 
spielsweise bei einer Kegelstumpf f orm der Blind6f fnung, ver- 
5 wirklicht werden. Dazu weist die Spitze der Nietform eine 

kleinere Abmessung als die zentrale Blindof fnung der Kontak- 
tanschlUsse der Leiterplatte auf, wahrend der Fuftbereich der 
Nietform eine grofiere Abmessung als die Blindoffnung der Lei- 
terplatte aufweist. Dieses gewahrleistet, dass die AuAenkon- 
10' takte des Halbleiterbauteils relativ problemlos in die Blin- 
dof fnungen der KontaktanschlUsse der Leiterplatte beim Zusam- 
menbau eingefUhrt werden konnen. 

Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung sieht vor, dass 

15 die AuBenkontakte des Halbleiterbauteils imQuerschnitt eine 
Kegelstumpf form aufweisen, wobei die Spitze des Kegelstumpf es 
eine kleinere Abmessung als die zentrale Blindoffnung und der 
Fuflbereich des Kegelstumpf es eine grofiere Abmessung als die 
zentrale Blindoffnung aufweist* Bei einer derartigen AusfUh- 

20 rungsform der Auflenkontakte k5nnen diese in die BlindSf fnun- 
gen dutch Andrucken des Halbleiterbauteils auf die Leiter- 
platte unter Verformung des kegelstumpf f5rmi gen Querschnitts 
der AuBenkontakte eingebracht werden. Die Einfuhrung der ke- 
gelstumpf formigen Auflenkontakte in die BlindSf fnungen wird 

25 durch die Spitze des Kegelstumpf es, die eine kleinere Abmes- 
^ sung als die zentrale Blindoffnung aufweist, erleichtert. Als 

Leiterplatte kSnnen Keramikleiterplatten Oder Kunststof f lei- 
terplatten vorgesehen . werden, wobei in einer weiteren Ausfuh- 
, rungsform der Erfindung diese Leiterplatten mehrschichtig mit 

30 Leitei±>ahnlagen und die Leiterbahnlagen verbindenden Durch- 
kontakten ausgebildet sind. 
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Eine weitere AusfUhrungsform der Erfindung sieht vor, dass 
die Leiterplatte unter jeder zentralen Blindoffnung einen 
Durchkontakt aufweist, der mit einer vergrabenen Leiterbahn 
einer mehrschichtigen Leiterplatte Oder mit einer Leiterbahn 
auf der RUckseite der Leiterplatte in Verbindung stent* Die 
metallischen Durchkontakte verbessern die elektrische Leitfa- 
higkeit beim Einbringen der Aufienkontakte des Halbleiterbau- 
teils in die Blindaffnung der KontaktanschlUsse der Halblei- 
terplatte. 

Urn einen Formschluss zwischen einer speziell ausgef ormten 
Blindoffnung der KontaktanschlUsse der Leiterplatte von den 
Aufienkontakten des Halbleiterbauteils zu gewahrleisten, sind 
die Auftenkontakte des Halbleiterbauteils aus einer plastisch 
x^erf ormbaren Metalllegierung hergestellt ♦ Diese verf ormbare 
Metalllegierung kann eine Silberlotlegierung aufweisen. Wah- 
rend das Material der Auftenkontakte des Halbleiterbauteils 
ein relativ Welches Material ist, ist das Material der Kon- 
taktanschlUsse der Leiterplatten aus h&rterem Material gebil- « 
det • Somit wi-rd beim Zusammenbau von Halbleiterbauteil mit 
Leiterplatte die Form der Blindoffnung in den Kontaktan- 
schlUssen der Leiterplatte den Aufienkontakten des Halbleiter- 
bauteils aufgepragt. 

In einer weiter en AusfUhrungsform der Erfindung ist das Mate- 
rial der Kontaktanschlusse der Leiterplatte eine Kupferlegie- 
rung, die gegentlber einer Silberlotlegierung der Au&enkontak- 
te des Halbleiterbauteils wesentlich harter ist. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer elektromechanischen Ver- 
bindung zwischen mindestens einem Halbleiterbauteil und min- 
destens einer Leiterplatte kann mit folgenden Verfahrens- 
schritten hergestellt werden: 
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- Bereitstellen eines Halbleiterbauteils mit Auftenkontak- 
ten, die eine Nietform und/oder eine Kegelstumpf f orm 
aufweisen, 

5 - Bereitstellen einer Leiterplatte, die Kontaktanschltlsse 
mit zentralen BlindSf fnungen aufweist, 

Ausrichten und Zusammenf uhren des Halbleiterbauteils und 
der Halbleiterplatte, so dass die Auflenkontakte des 
Halbleiterbauteils in die zentralen Blindoff nungen der 
10 Kontaktanschlusse der Leiterplatte unter Aufbringen ei- 

ner Druckkraft kraf tschltlssig und/oder unter plastischer 
Verformung der Aufienkontakte f ormschliissig eingreifen 
. k6nnen^ 

15. Bei diesem Verfahren erfolgt in vorteilhaf ter Weise lediglich 
ein Andriicken des Halbleiterbauteils in Form sines. Halblei- 
terchips mit entsprechenden Aufiehkontaktanschlussen auf die 
Leiterplatte, so dass auf ein Erwarmen beider Komponenten 
vollstandig verzichtet werden kann. Wenn die Materialien der 

20 Aufienkontakte und der Kontaktanschltlsse mit ihren Blind6ff- 
nungen aufeinander in ihrer H&rte abgestinuut sind, so kann 
eine mindestens kraf tschltissige Verbindung durch das Andrtlk- 
ken des Halbleiterbauteils auf die Leiterplatte unter Einftiii- 
rung der Auftenkontakte des Halbleiterbauteils in die Blin- ' 

25 doff nungen der Kontaktanschltlsse erreicht werden. 

Nach dem elektromechanischen Verbinden des Halbleiterbauteils 
uber seine Auflenkontakte und die Kontaktanschltlsse der Lei- 
terplatte mit. der Leiterplatte, kann der Zwischenraum zwi- 
30 schen dem Halbleiterbauteil und der Leiterplatte mit einem 

Fullstoff aufgeftillt werden. Dieser Fullstoff kann bei einem 
Durchftlhrungsbeispiel des Verfahrens ein Zweikomponentenkle- 
ber sein, der bei Raumtemperatur aushartet bzw. vernetzt ist 
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zwischen dem Halbleiterbauteil und der Leiterplatte her- 
stellt. 

In einem weiteren Durchf tihrungsbei spiel der Erfindung werden 
die Auflenkontakte des Halbleiterbauteils durch einen mikrome- 
chanischen Klemmeffekt in den zentralen Blindttf f nungen der 
Kontaktanschlusse der Leiterplatte wahrend des Verklebens des 
Halbleiterbauteils mit der Leiterplatte gehalten und elektro- 
mechanisch verbunden. Da die Kontaktanschlusse der Leiter- 
platte eine Dicke von wenigen \m. aufweisen und die Abmessun- 
gen der zentralen Blindof f nungen in den Kontaktanschltissen 
sowie die Abmessungen der Auftenkontakte des Halbleiterbauele- 
ments nur wenige 10 )xra bis zu einigen 100 um aufweisen, be- 
schrankt sich der Klemmef f ekt in' kraf tschlussiger oder in 
formschltissiger Form auf die Dicke der Kontaktanschlusse von 
nur wenigen pm. Ein mikr.omechanischer Klemmef fekt wird noch 
dadurch ^ verbessert, dass bei dem mikromechanischen Verklemmen 
Mikroverschweiftuhgen auftreten konnen, welche die zuverl&ssi- 
ge und zeitliche Langlebigkeit der elektromechanischen Ver- 
bindungen zwischen dem Halbleiterbauteil und der Leiterplatte 
erhShen. . * 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass mit der erfin- 
dungsgemafien Vorrichtung und dem erf indungsgemafien Verfahren 
eine zuverlassige elektrisch leitfahige Verbindung zwischen 
den Diepads Oder AuBenkontakten eines Halbleiterbauteils und 
den Substratpads oder Kontaktanschlussen einer Leiterplatte 
herstellbar ist. Mit der erf indungsgemaiien Vorrichtung und 
dem. Verfahren wird eine standige Druckbeauf schlaigung der Ftt- 
gepartner, namlich des Halbleiterbauteils und der Leiterplat- 
te beim L5ten oder Kleben bis. zum Erkalten eines Lotes oder 
bis zum Ausharten eines Klebers oder Ftillstoffes vermiedeh. 
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Durch ein zusatzliches Deformieren der Studbumps oder auch 
AuBenkontakte des Halbleiterbauteils beim Diebonden, dem Ver- 
' binden des Halbleiterbauteils mit der Leiterplatte, entsteht 
eine f ormschlussige Verbindung. Damit kann der auszuhartende 
5 FUllstoff zwischen der Leiterplatte und dem Halbleiterbauteil 
ohne Druckbeauf schlagung ausgehartet werden. Dieses bedeutet 
gleichzeitig eine wesentliche Vereinf achung des Montagepro- 
zesses beim Aufbringen von Halbleiterbauteilen des BOC-Typs 
(Board-on-Chip-Typs) in Flip-Chip-Technologie, da eine An- 
10 druckvorrichtung oder Andruckstation entfailt, Durch eine 

Niet- oder Keilform der Auflenkontakte des Halbleiterbauteils 
bzw. der Studbumps kann das Zusammenf uhren und das elektrome- 
chanische Verbinden von einem Halbleiterbauteil mit. der Lei- 
terplatte wesentlich vereinfacht werden. 


Die Erf indung . wird nun anhand von Ausf tlhrungsf orroen mit Bezug 
auf die beiliegenden Figuren naher erlautert. 

Figur ,1 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines 
20 Halbleiterbauteils mit kegelstumpf f ormigen AuAen- 

kontakten. 

Figur 2 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 

Leiterplatte mit Kontaktanschliissen, die saulenfor- 
25 mige zentrale BlindGf f nungen. aufweisen, 

Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 

ersten Ausflihrungsform eirier erfindungsgemafien Vor- 
richtung* ( 


30 


Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines 

Halbleiterbauteils mit nietf 5rmigen Auftenkontakten. 
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Figur 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer . 

Leiterplatte mit Kontaktanschlussen, die kegel- 
stumpf fiSrmige Blindof fnungen aufweisen. 

5 Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
zweiten Ausf Uhrungsf orm der erf indungsgemafcen Vor- 
richtung. 

Figur 1 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines 
10 Halbleiterbauteiis 1 mit kegelstumpf f ormigen Au£enkontakten 
3. Das Halbleiterbauteil 1 weist eine passive RUckseite 27 
und eine aktive Vorderseite 28 auf, die beispielsweise einen 
integrierten Schaltkreis tragt. Auf der aktiveh Vorderseite 
28 des Halbleiterchips sind Kontaktf lecken 29 angeordnet, die 
. 15 tiber Umverdrahtungsleitungen 30 mit Kontaktf lachen 17 einer 

Umverdrahtungsfolie 31 verbunden sind, Auf den Kontaktf lachen 
17 sind kegelstumpf fSrmige AuBenkontakte 3 des Halbleiterbau- 
elements 1 angeordnet, wobei.die Fiachen zwischen den Kontak- 
tanschlussf lachen 17 von einer Isolierschicht 32 bedeckt 
20 sind. Die Spitze 21 der Kegelstumpf form 20 ragt aus dem Halb- 
leiterbauteil 1 heraus und ist in Figur 1 nach unten gerich- 
tet, um das Halbleiterbauteil 1 mittels einer Flip-Chip- 
Technologie mit einer Keramikleiterplatte Oder einer Kunst- 
stoff leiterplatte elektromechanisch zu verbinden. Im Quer- 
25 schnitt gesehen bildet die Kegelstumpf f orm 20 einen Keil, der 
in Richtung auf entsprechende Kontaktanschlus.se einer Leiter- 
platte ausrichtbar ist, 

Figur 2 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
30 Leiterplatte 2 mit Kontaktanschlussen 4, die eine s&ulenfor- 
mige zentrale Blindttffnung 5 aufweisen. Diese saulenf ftrmige 
zentrale Blindtfffnung 5 kann einen polygonalen oder einen 
kreisf Ormigen Querschnitt aufweisen, wobei der Offnungsquer- 
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schnitt auf der Oberfiache 14 der Kontaktanschliisse 4 grGBer 
ist als der Querschnitt der Spitze 21 der Kegelstumpf form 20 
der Auftenkontakte des in Figur 1 gezeigten Halbleiterbauele- 
ments 1 . Unterhalb der saulenf ormigen zentralen Blindof fnung 
5 5 weist jeder Anschlusskontakt 4 einen Durchkontakt 23 auf, 
der den Kontaktanschluss 4 mit einer Leiterbahn 24 auf der 
Unterseite der Leiterplatte 2 verbindet . Bei mehrschichtigen 
Leiterplatten, die mehrere Lagen von Leiterbahnen 24 aufwei- 
sen, kann der Durchkontakt 23 mit einer der Leiterbahnen 2 4 
10 einer Leiterbahnzwischenlage verbunden sein. 

Durch einen einfachen Justageschritt des Halbleiterbauteils 1 
mit Aufienkontakten gegenuber der Leiterplatte 2 mit ;Kontak- 
tanschlussen 4, die ihrerseits zentrale BlindBf fnungen 5 auf- 

15 weisen, konjien die beiden Komponenten Halbleiterbauteil und 
Leiterplatte zueinander ausgerichtet werden und unter Druck 
zusammengeftigt werden. Bei diesem Andriicken des Halbleiter- 
bauteils sind die Spitzen 21 des Kegelstumpf es selbstjustie- 
rend gegentlber den etwas grGfteren Blindof fnungen der Kontak- 

20 tanschlusse 4 und werden durch plastische. Verformung der Au- 
Benkontakte 3 in den saulenf 6rmigen Blind5f fnungen 5 der Kon- 
taktanschlusse 4 der Leiterplatte 2 kraf tschlussig und elek- 
tromechanisch mit der Leiterplatte 2 verbunden. Diese Verbin- 
dung kann durch Positionieren eines Ftillstoffes 26 zwischen 

25 dem Halbleiterbauteil 1 und der Leiterplatte 2 geschtitzt wer- 
den. Unter Verwendung eines Zweikomponentenklebers als FUll- 
stof f 26 kann eine zusatzliche Sicherung der Position des 
Halbleiterbauteils 1 auf der Leiterplatte 2 geschaffen wer- 
den. Bei dieser ersten Ausfuhrungs form der Erfindung wird le- 

30 diglich ein Kraftschluss zwischen den beiden Komponenten er^- 
reicht, der jedoch ausreicht, insbesondere bei Untersttitzung 
durch eine Fullstof fmasse, die gleichzeitig klebend wirkt, urn 
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eine langzeitige elektromechanische Verbindung zwischen dem 
Halbleiterbauteil 1 und der Leiterplatte 2 zu gewahrleisten. 

Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines 
Halbieiterbauteils 1 mit nietf 6rmigen AuBenkontakten 3. Die 
Umverdrahtungsf olie 31 und die Kontaktf lecken 29 auf der ak- 
tiven . Oberseite 28, wie in Figur 1 gezeigt, wurden in Figur 4 
zur Vereinfachung weggelassen. In dieser Ausf Uhrungsf orm der 
Figur 4 des Halbieiterbauteils 1 besteht dieses im wesentli- 
chen" aus einem Halbleiterchip 1, der ttber eine nicht gezeigte 
Umverdrahtungsfolie auf seiner aktiven Oberseite Kontaktfla- 
chen .17 tragt, auf die der Nietkopf 16 des nietf ormigen Au- 
Benkontaktes 3 befestigt ist, wahrend die Nietspitze 18 aus 
dem Halbleiterbauteil herausragt. Der nietf Srmige Anschluss- 
kontakt 3 ist aus einem weichen plastisch verformbaren Mate- 
rial hergestellt und besteht in dieser Ausf tihrungs form aus 
einem Silberlotmaterial, Die Nietkopf spitze 18 ist relativ 
schlank und kleiner als die Blindoffnug ausgebildet, so dass 
die Nietkopf spitze i8 in die entsprechende Blind5ffnung eines 
Kontaktanschlusses einer Leiterplatte passt. 

Figur 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
Leiterplatte 2 mit Kontaktanschlussen 4, die kegelstumpf f 6r- 
mige Blindof f nungen 5 aufweisen. Die kegelstumpf f ormigen 
BlindSf fnungen 5 sind mit ihrer Grundflache 11 im Bereich der 
Grundflache 12 der Kontaktanschlttsse 4 angeordnet. Die. Spitze 
13 des Kegelstumpfes schlieflt mit der Oberflache 14 der Kon- 
taktanschlUsse 4 ab. Der Of fnungsquerschnitt auf der Oberfla- 
che 14 der Kontaktanschliisse ist grSAer als der burchmesser 
der Nietspitzen 18 des Halbleiterbauteils, die in Figur 4 ge- 
zeigt werden. Somit ist es relativ einfach, die AuBenkontakte 
3 in den Blindof fnungen 5 der Kontaktanschltisse 4 anzuordnen* 
Durch einen leichten Druck auf das Halbleiterbauteil 1 ver- 
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formen sich die Aufienkontakte 3 und bilden eine f ormschlttssi- 
ge Verbindung mit der kegelstumpf formigen Blindoffnung 5 der 
Kontaktanschlusse 4 . Unter jeder Blindoffnung 5 ist ein 
Durchkontakt 23 angeordnet, der mit einer Leiterbahn 24 auf 
5 ' der Unteirseite der Leiterplatte 2 in Verbindung stent. Wenn 
die Leiterplatte 2 mehrere Lagen von Leiterbahnen 24 auf- 
weist, so kann der Durchkontakt 23 auch mit einer Zwischenla- 
ge der Leiterbahnen verbunden sein. Das Material der Kontak- 
tanschlusse 4 ist harter als das Material der Aufienkontakte 3 
10 des in Figur 4 gezeigten Halbleiterbauelements 1. Insbesonde- 
re arbeiten sich beini Auf einanderdrtlcken des in Figur' 4 ge- 
zeigten Bauelements mit seinen Aufienkontakten 3 und der in 
- : - f * Figur 5 gezeigten Leiterbahn 2 mit ihren Kontaktanschliissen 4 

' und. zentraler kegelstumpf formiger Blindoffnung 5 'die scharfen 

15 Kant en 33 der zehtralen Blindoffnung 5 in das Material der 

Aufienkontakte 3 ein, so dass "eine f ormschlussige MikrOklemm- , 
verbindung zwischen dem Halbleiterbauteil 1 und der Leiter- 
platte 2 liber einen Mikroklemm-ef f ekt entsteht. 


20 


Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer 
zweiten Ausfuhrungsf orm der erf indungsgemafien Vorrichtung. in 
Figur 6 sind Komponenten, die eine gleiche Funktion wie in 
den vorhergehenden Figuren zeigen, mit gleichen Bezugszeichen 
bezeichnet. Diese zweite . Ausfuhrungsf orm der Erfindung unter- 
25 scheidet sich von der in Figur 4 abgebildeten ersten Ausftlh- 
+ rungsform der Erfindung darin, dass die BlindOf f nung 5 keine 

: ' Saulenform aufweist, sondern eine Kegelstumpf form. Dabei kann 

die Blindoffnung 5 auch ein langgestreckter Schlitz sein, der 
im Querschnitt einer Kegelstumpf form entspricht. Ein langge- 
streckter Schlitz hat den Vorteil,. dass das Ausrichten des 
Halbleiterbauteils 1 gegenuber den Kontaktanschltlssen 4 der 
Leiterplatte erleichtert wird. Sobald* in Pf eilrichtung A das • 
ausgerichtete Halbleiterbauteil 1 auf die Leiterplatte 2 ge- 


30 
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presst wird/ verformt sich die Spitze 18 des nietf 6rmigen Au- 
Benkontaktes 3 des Halbleiterbauteils 1 und verankert das 
Halbleiterbauteil 1 . in der Blindaffnung 5 der Kontaktan- 
schltlsse 4 der Leiterplatte 2. Dazu besteht der nietformige 
Aufienkontakt 3 aus einem weicheren Material, als der Kontak- . 
tanschluss 4 der Leiterplatte 2- Gleichzeitig kontaktiert die 
Spitze 18 des nietfSrmigen AuBenkontaktes 3 beim Eindringen 
in die Blindof fnung 5 des Kontaktanschlusses 4 den Durchkon- 
takt 23, so dass der Auflerikontakt 3 des Halbleiterbauteils 1 
mit einer Leiterbahn 24 auf der Unterseite der Leiterplatte 2 
Uber den Durchkontakt 23 verbunden ist. 


Nach einem Ausrichten und Aufbringen des Halbleiterbauteils 1 
auf der Leiterplatte 2 kann der Zwischenraum 25 zwischen dem 

15 Halbleiterbauteil 1 und der Leiterplatte '2 durch einen Full- 
stoff 26 auf gef tlllt werden. WShrend dieses Auffullens ist es 
nicht notwendig, das Halbleiterbauteil 1 mit entsprechenden 
Hilfs- und Haltewerkzeugen in einer ausgerichteten Position 
durch Kleiomung zu halten, da die Verankerung der AuSenkontak- 

20 te 3 in den zentralen Blindof fnungen 5 der . KontaktanschlUs- 
se 4 eirie zus&tzliche Klemmvorrichtung uberfltlssig macht . 
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Bezugszeichenliste 

1 Halbleiterbauteil 

2 Leiterplatte 

3 Aufienkontakte des Halbleiterbauteils 

4 Kontaktanschlusse 

5 zehtrale Blindfcffnung 

6 Basisbereich der Blindaf fnung 

7 Kopfbereich der Blindof fnung 

8 Schlitz 

9 S&ule 

10 Kegelstumpf 

i 11 Grundflache des Kegelstumpf es 

12 Grundflache der Kontaktanschlusse 

13 Spitze des Kegelstumpf es 

14 Oberflache der Kontaktanschlusse 

15 Nietform 

16 Nietkopf 

17 Kontaktflache 

18 Nietspitze 

,19 Fufibereich der Nietform 

20 Kegelstumpf form 

.. * 2i Spitze des Kegelstumpf es 

22 FuBbereich des Kegelstumpf es 

23 Durchkontakt 

24 Leiterbahnen 

25 Zwischenraum 

26 Ftlllstoff 

27 passive Rtlckseite des Halbleiterbauteils 

28 aktive Oberseite des Halbleiterbauteils 

29 Kontaktflecken 

30 Umverdrahtungsleitungen 

31 Umverdrahtungsf olie 
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Patentanspriiche 

1. Vgrrichtung mit mindestens einem Halbleiterbauteil (1) 
und mindestens einer Leiterplatte (2) , wobei das Halb- 
5 leiterbauteil (1) AuBenkontakte (3) aufweist, die mit 

Kontaktanschliissen (4) auf der Leiterplatte (2) verbun- 
den'sind, wobei die Kontaktanschlttsse (4) zentrale Blin- 
doffnungen (5) aufweisen, in welche die AuAenkontakte 
(3) des Halbleiterbauteils (1) hineinragen und kraft- 
10 schliissig mit den Kontaktanschliissen (4) in Eingriff 

. . stehen. 

2* Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
15 • die Kontaktanschltisse (4) auf der Leiterplatte (2) Blin- 

doffnungen (5) aufweisen, deren Basisbereich (6) eine . 
. grSftere Abmessung aufweist als deren Kopfbereich (7) und 
die AuUenkontakte (3) des Halbleiterbauteils (I) form- 
schlussig mit den Kontaktanschliissen (4) der lieiterplat- 
20 te (2) in Eingriff stehen. 

3 . Vor richtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die zentrale Blindoffnung (5) in den Kontaktanschliissen 
25 f4) ein Schlitz (1) ist. 

4. Vor richtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die zentrale Blindoffnung in den Kontaktanschliissen eine 
30 Saule (9) ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch. 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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die zentrale BlindSf f nung (5) in den Kontaktanschliis.sen 
(4) ein Kegelstumpf (10) ist, dessen Grundflache (11) 
auf der Grundflache (12) der Kontaktanschlttsse (4) ange- 
ordnet ist und dessen Spitze (13) auf der Oberflache 
5 (14) der Kontaktanschlusse (4) positioniert ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeiehnet, dass 
die Auflenkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) im 
10 Querschnitt eine Nietform (15) aufweisen, wobei der 

Nietkopf (16) mit einer Kontaktf lache (17) des Halblei- 
terbauteils (1) verbunden ist und die Nietspitze (18) 
aus dem Halbleiterbauteil (1) herausragt. 

15 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t dass 

die Spitze (18) der Nietform (15). eine kleinere Abmes- 
• sung als die zentrale Blindoffnung (5) der Kontaktan- 
schltisse (4) der Leiterplatte (2) aufweist und der FuB- 
20 bereich (19) der Nietform (15) eine grSAere Abmessung 

als die zentrale Blindoffnung (5) aufweist/ 

8 . Vorrichtung nach einem der Ansprttche 1 bis 5, 
dadurch g e k e n nz e i c h n e t , dass 

25 die Auftenkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) im 

Querschnitt eine Kegelstumpf f orm (20) aufweisen, wobei 
die Spitze (21) des Kegelstumpf es (20) eine kleinere Ab 
messung als die zentrale Blindoffnung (5) aufweist und 
der Fufibereich (22) des Kegelstumpf es (20) eine grofiere 

30 Abmessung. als die zentrale Blindoffnung (5) aufweist. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, 
dadurch gekennzeiehnet, dass. 
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die Leiterplatte (2) eine mehrschichtige Keramikleiter- 
platte ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Ansprtlche 1 bis 8, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Leiterplatte (2) eine mehrschichtige Kunststof f lei- 
terplatte ist. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, 
10 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Leiterplatte (2) unter jeder zentralen Blindof fnung 
(5) einen Durchkontakt (23) aufweist, der mit Leiterbah 
nen (24) der Leiterplatte (2) in Verbindung steht* 

15 12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die AuAenkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) eine 
■ % plastisch verfonabare Metalllegierung aufweisen. 

20 13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Aufienkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) eine 
Silberlotlegierung aufweisen . 

25 14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtlche/ 
dadurch gekennzeichnet,/ dass 
das Material der Auftenkontakte (3) des Halbleiterbau- 
teils (1) weicher ist als das Material der Kontaktan- 
• schliisse (4) der Leiterplatte (2). 

30 
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15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Material der KontaktanschlUsse (4) eine Kupferlegie- 
rung aufweist . • 

5 

16. Verfahren zur Herstellung einer elektromechanischen Ver- 
bindung zwischen mindestens einem Halbleiterbauteil (1) 
und mindestens einer Leiterplatte (2) , wobei das Halb- 
leiterbauteil (1) Aufienkontakte (3) aufweist, die in ei- 

10 ne zentrale Blindoffnung (5) von Kontaktanschltlssen (4) 

der Leiterplatte (2) hineinragen und kraf tschlussig 
und/oder f ormschltissig mit den KontaktanschlUssen (4) in 
Eingriff stehen, wobei das Verfahren folgende Verfah- 

rensschritte aufweist:. 
15 _ Bereitstellen eines Halbleiterbauteils (1) mit Au- 

• fienkontakten (3>> die eine Nietfonn und/oder eine 
Kegelstumpf form (20) aufweisen, 
. _ Bereitstellen einer Leiterplatte (2), die Kon- 
taktanschlUsse (4) mit zentralen Blindof f nungen (5) 

20 aufweist, • 

Ausrichten und Zusammenf Uhren des Halbleiterbau- 
teils (1) und der Leiterplatte (2), so dass die Au- 
fienkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) in die 
zentralen Blindof f nungen (5) der KontaktanschlUsse 
25 (4 ) der Leiterplatte (2) unter Aufbringen einer 

Druckkraft kraf tschlussig und/oder unter plasti- 
W scher Verformung der Auiienkontakte (3) formschlus- 

sig eingreifen. 

30 17. Verfahren nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Zwischenraum (25) zwischen Halbleiterbauteil (1) und 
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Leiterplatte (2) mit einem -FUllstof f (26) aufgeftillt . 
wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 

.5 dadurch gekennzeichnet, dass 

als FUllstof f (2 6) ein Zweikomponentenkleber eingesetzt 

if 

wird. 

19. Verfahren nach einem der Ansprttche 16 bis 18/ 
10 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Auflenkontakte (3) des Halbleiterbauteils (1) durch 
einen mikromechanischen Kleinmef fekt in den zentrale 
Blindoffnungen (5) der kontaktanschltisse (2) der Leiter- 
platte wahrend des Verklebens des Halbleiterbauteils (1) 
15 mit der Leiterplatte (2) gehalten und elektromechanisch 

verbunden werden. 
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